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Abstract (en)
[origin: EP0138517A1] A CMOS integrated circuit device which avoids latchup between closely spaced apart n-channel and p-channel FETs
(90, 130) of the device includes a latchup-preventing trench (150) formed in the semiconductor substrate (20) between the FETs. The trench is
essentially completely filled with a solid dielectric material (160) essentially free of crack-inducing voids, and achieves a narrow width because the
angle between the trench sidewall and a perpendicular drawn to the substrate surface (50) is greater than, or equal to, about 5 degrees but less than
about 10 degrees.

Abstract (fr)
Un dispositif a circuit intégré CMOS, permettant d'éviter les blocages entre des FETs a canal n et a canal p faiblement écartés (90, 130) du
dispositif, comprend une tranchée (150) empéchant les blocages, formée dans le substrat semi-conducteur (20) entre les FETs. La tranchée est
pratiguement entierement remplie d'un matériau diélectrique solide (160) essentiellement exempt de cavités provoquant des fissures, et elle est
étroite, étant donné que I'angle entre la paroi latérale de la tranchée et une perpendiculaire a la surface du substrat (50) est supérieur ou égal a 5
degrés environ mais inférieur a 10 degrés environ.
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